
UKD 621.382.3 

N OR MA BR A N ŻOWA BN-83 

ELEMENTY Tranzystory typu 
3375-32/04 

PÓŁPRZEWODNIKOWE 
BD 135, BD 137, BD 139 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szcze
gółowe wymagania dotyczące krzemowych tranzysto
rów n-p-n, średniej mocy, małej częstotliwości, wyko
nanych technologią epiplanarną typu BD 135, BD 137, 
BD 139 w obudowie plastykowej, przeznaczonych do 
sprzętu powszechnego użytku oraz urządzeń wymaga
jących zastosowania elementów o wysokiej i bardzo 
wysokiej jakości. Tranzystory przeznaczone są do pracy 
w stopniach sterujących i wyjściowych wzmacniaczy 
mocy małej częstotliwości oraz w układach konwergen
cji i odchylania pionowego telewizyjnych odbiorników 
czarno-białych i kolorowych. Tranzystory typu BD 135. 
BD 137. BD 139 są komplementarne do tranzystorów 
typu BD 136, BD 138, BD 140. 

Kategoria klimatyczna dla tranzystorów: 
- standardowej jakości (poziom jakości I) 

40/100/04, 
- wysokiej jakości (poziom jakości lII) 

40/100/21, 
- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) -

40/100/56. 

Grupa katalogowa 1923 

2. Przykład oznaczenia tranzystorów 
a) standardowej jakości: 

TRANZYSTOR BD IJ5-6 BN-83/3375-32/04 

b) wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BD 135-6/J BN-8:V3375-32/04 

c) bardzo wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BD 135-6/4 BN-83/3375-32/04 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nastę-
pujące dane: 

a) nazwę producenta lub znak fabryczny, 
b) oznaczenie typu (podtypu), 
c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wyso

kiej i bardzo wysokiej jakości. 
Tranzystory wysokiej jakości powinny być znakowa

ne cyfrą 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakości cyfrą 
4 umieszczoną po oznaczeniu typu. 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystorów 
- wg rysunku i tabl. I. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 
CE 39. 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA 

dnia 29 grudnia 1983 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. 

(Dz. Norm i Miar nr 16/1986, poz. 33) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm W-wa, Ark wyd. 1.10 Nak!. 2600 + 40 Zam. 4060186 Cena zł 36.00 



2 

B 

d 

C 

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 39 

Symhol Wymiary. mm 

BN-83/3375-32/04 
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IBN-83/33'15 -3'2/ 04 I 
Ohudowa u: '.<9 

5. Badania w grupie A, B, C 
3375-32/00 p. 5.1. 

D - wg BN-80/ 

wymiaru 
m1n nom ma, 

A 

B 

b 

C 

D 

e 

I 

p 

s 
d 

Pod-

grupa 

badai\ 

I 

.Ą2 

10-17 

2.29 

0,64 -
0.39 0.5 

7.12 -
2.()4 

15.12 15.50 

2.54 -
3.31 3.75 

l.2 

1 IAJ 

3,04 

O.XX 

0.63 

U6 

2.54 

l6.6J 

J.J 

4,44 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, 
Ci O: 

a) badania podgrupy A I sprawdzenie wymiarów 
h. /, 0P wg rysunku i tabl. l, 

b) badania podgrupy A 2. A 3, A 4 i C 2 wg tabl. 2. 

c) badania grupy B. C i D wg tabl. 3. 
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie po 

badaniach grupy B, C i D wg tabl. 4. 

7. Pozostałe postanowienia wg BN-80/3375-32/00. 

Tablica 2. Parametry elektryczne spra\lłdzane w badaniach podgrupy A2, AJ, A4 C2 

Rodzaj Kontrolowany 
Metoda pomia-

.Jedno-
Wartości granlc1nc 

hadania 
ru wg PN-74/ Warunki pomiaru 

stka l:!D 135 BD 137 l:lD 139 parametr 
T-01504 

min max min max min max 

2 3 4 5 6 7 X 9 IO 11 12 

Sprawdzenie /CBO arkus1 05 C/1- V nA - 100 100 - 100 
podstawo-

U(BR)CUJ') arkusz 07 'c= mA V 45 60 HO 
,~ych 

-
para-

metrów ciek- U(BR;C/IU arkus1 04 c-1 mA V 45 60 80 
trycznych 

U(BR)ł:/10 arkusz 04 /L=IO (LĄ V 5 5 - 5 -

h21E', arkus1 OX le= 150 mA. V 40 250 40 160 40 160 

grupa 6 40 IOO 40 100 40 !00 

grupa IO - 60 160 60 160 60 160 

grupa 16 - !(X) 250 - -

lc=500 mA. CE=2 V 25 25 25 -
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cd. tabl. 2 

Pod-
Rodzaj 

M et oda po mia- Wartości gran ione 
Kont rolowa ny Jedn o-

grupa 
badania 

ru wg PN- 74/ W arunki pomiaru 
badań 

parametr 
T-01504 

st ka BD 135 BD 137 BD 139 

min max min max mlll max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 12 

A2 Sprawdze nie h 21EI 
1 

) ' ) 

podstawo-
- l e= 150 m A. Uu=2 V - - 1.6 - 1,6 - 1,6 

wych para- h21n 

metrów e lek-

tryc znych 

AJ Sprawdzenie UCE1a1
1

) arkusz 06 l c=S00 mA, !8=50 mA V - 0,5 - 0,5 - 0,5 

C2 dru gorzęd-
UHfa·at

1
) nych 

ark us1. 06 l c=500 mA , !8=50 mA V - 1,2 - 1,2 - 1,2 
para-

metrów e lek- fr arkusz 24 l c=50 mA . ucE=5 V, MH1 50 - SO - 50 -
trycznych f.=50 MHz 

A4 Sprawdzenie [CR O a rku sz 05 ucn=30 V, /Ł_=(), 11 A - .10 - 30 - 30 

parametrów /amb= f()()oC 
elektryo-

nvch w I = - umh 
=100°(' (po-

ziom i a kości 

lll i IV) 

'I Pomi~r impulsowy: 11' -f; JOO µ~._ fi ·--· :?. 1--i. 
1 ) T,lko dla tran1ystorów se l~k c_101H)W..tnyL"h I.\ pary. 

Tablica 3. Wym agania szczegółowe do badań grupv B, C D 

Lp Podgrupa bada,·, Rod1.aj badania W ymagania s/l'Zegół<)\VC 

I 2 .1 4 

I Hl. C l Spr:l\\d1cnic wył r,~ mal,l~ci mechaniuncj wy- pr,,ba l la,. IO N 

pr<l\vad11.·1l prt•ba l lb. 5 N 

Spra 1nl1c nic s1.c.:1e I n nści pr,,ba QI 

2 8.1 Spra11d1cnic \\ytr,yma łości na spadki S\\ ()- pnłPi.cn ie 1ra111ystora I\ L?asie spadania: \\ \ -

h(ldlll' pro\\ad11...· niami LIP !-!<-, f ) 

.1 H4. C4 Spr,111 dienie \\: tr1.: małośc i na udar: \\ ic lo- nlOC0\\.1/lll' ia ohud,rn , 

kr<lt nc 

4 B5. CS Srra11 d1eni<: \\)tr1yma ł o~ci na nagk zm ian: T~=~55 C. TH=l25· C 
ll'111pl'ralur: 

5 Hl>. C6 Srra11 d/<: lll<: (ldp()l'll( );Ci ll.J narażen ia <:Id- układ OB \\g PN- 7X/T-O 1515 tabl. 5. t 1 he i~!Żl' -

I ryc/lJL' lllL' 

- dla HD IJS / c=JJ mA : 

llu=i.o V 

- dla BD I _ł7 / 1 = ~4 111A: 

l\-,= 42 V. 
- dla HD l .l'J /<=I X 111A: 

lfu=SS V 
I = 7 S"C 
llJllh --

6 C2 Spr a wd1cnie c,dptH!l<).~L· i IW suc he g,, r~1u 1 /amh= J()()u(' 

Srrawd/<:lli<: ndpornllści na 1imno I amh = -40uC 

7 C3 Srrawd1c11ie m,1. .... y \\·yn,h u masa wyrnhu okołn 0.7 g 

X C4 Srra w dienie \\ y tr;ymałośl:i na pr1:spic~leni c kicru11d rrobi<: ruy: \11dlu1. O~ I 11> rro 11 ad1d1. 

,t ak OlPCll\\aJlli.?' li.I ob ud oił\' 

Spr,l\\d1rnie \\ ylr 1: mał ośc i na uda n \\jl'lll- lll<H; ll\\ ;JJll l' 1a ohudo11<; 

' krolllL' 

Srra li d1c· Ili<: \\~lfl~m a lości na \I ibrac_ie " ,raki ll10C(l\\ <IIJiL' ,a obudo11, 

L'/(; "itnl li\\ n~ci 

9 es Spr,n\ d1L·11il' \\: I uyma ł o~ci na ciepło lutc1\\ a- lcmpcralura ,,,pieli .1SW C. c,a ~ rek lima I~ ? aL·_i i 

llli.l (> h 



4 BN-83/3375-32/04 

cd. tabl. 3. 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

I 2 3 4 

IO C7 (poziom jakości IV) Sprawdzenie wytrzymałości na zimno 1.wnnin =-55oc 
' 

li C8 (poziom jakości I II Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco t,,vnax = I 250c 
i IV) 

12 CI0 Sprawdzenie wymiarów wg rysunku i tabl. I 

13 Dl (p01iom ja kości III Sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie temperatura na n.lżenia 2s 0 c 
i IV) atm osferycn1e 

14 D2 Sprawdzenie wytrzymałości na rozpuszczalniki Aceton. sprawdzane wymiary /, b, P:. masa 
około 0.7 g 

15 03 Sprawdzenie palności zewnętrmcj wg PN-78/T-01515, załącznik 2 p. 4.3 

16 D4 (poziom jakości III Sprawdzenie wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 

i IV) 

17 DS (poziom jakości III Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę solną położenie tranzystora dowolne 

i IV) 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie po badaniach grupy B, C D 

OznaC7enie 
Metoda 

Wartości granic111c 
pomiaru Jedno-

Lp. literowe 
wg PN-74/ 

Warunki pomiaru Podgrupa bada,i 
stka BD 135 BD 137 BD 139 

parametru 
T-01504 

min max mm max min max 

I [CBO arkusz 05 Uc8=30 V, IL=() BI. B3. B4. B5. Cl, C4, nA - 100 - 100 - 100 
es. C7. C9. Dl') 

B6, C6, C8 nA - 500 - 500 - 500 

C2') µA - 30 - 30 - 30 

2 h21e1 arkusz 08 le= 150 mA. BI. B3. B4, B5, Cl, C2, - 40 250 40 160 40 160 

UCJć=2 V C4. es. C7, C9, Dl') 

B6. C6, C8 - 32 300 32 200 32 200 

C24
) - 25 - 25 - 25 -

1
) W c:tasic badania. 

2
) Pomiar impulsowy: 1„ ~ 300 µs, o ~ 2o/c. 
') w czasie badania odporności na suche gorąco. 
') w c7as1e badania odporności na 71mno. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen
trum Półprzewodników, Warszawa. 

BN-80/3375-32/00 Elementy półprzewodnikowe. Tra111ystory mocy 
małej częstotliwości. Wymagania i badania 

2. Normy związane 
PN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia U1881 cso 

i UIHRJLBO 

PN-74/T-01504/05 Tranzystory. Pomiar prądów wstecznych [CHO 

i [LBO 

PN-74/T-0 1504/06 Tranzystory. Pomiar napięć nasycenia U Clćwi· 
UBfaa, metodą impulsową 

PN-74/T-01504/07 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia l\ 881 c,o· 

u(BR)CLS• u(BR)CER· u(BR)CLX 

PN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar h2 1/ć metodą impulsową 

PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modułu lhc1) w ,akrcsie 
w.cz. i częstotliwości f-r 

PN- 78/T-01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wymagania 
i badania 

3. Symbol KTM 
BD 135 I 156221303000, 
BD 135-6 1156221303012. 
BD 135-1() I I 5622 I 303025. 
BD 135-16 I I 56221303038. 
BD 137 115622130500 I. 
BD 137-6 1156221305014, 
BD 137-10 I 156221305027, 
BD 139 I I 56221307003, 
BD 139-6 I 156221307016. 
BD 139-W I I 56221307029. 

4. Wartości dopuszczalne - wg rys. 1-1 i tabl. 1-1. 

5. Dane charakterystyczne wg rys. 1-2 -:- 1-7 i tabl. 1-2. 

Rezystancja termiczna złącze-obudowa R
1
h,-c ~ 10°C/W. 

Rezystancja termiczna złącze-otoczenie R,h;-a ~ I0WCIW. 
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ico,e 

!BN - &3/3375 -32/0~-I-1] 

l C ! BO !35137 fJ9 

~~ - 2,6mA, _J 20 2,tlmA-

" i 

., : 2,2mA 
'/Yi 2,0mA , 

I ĄI .... [ ~Bm I 
80 .... 1,6mA 

,,. 11,1mA 
60 1,2mA--.... 

... 1,0mA-~ 

,KJ D,Bm.4-.... 
0,6mA-

20 I 
1 04mA 

ls~a2mA 

o 1 2 3 4 Uct[V] 

jBN-83/'.n75-32/01-1-3j 

R,,. 1-.1. l'r,1d 1-.old,IPra w funkcji napi<;cia kolcl-.ior-cmitcr lc=f(Uui, 

Ry,. 1-1. Zalciność lcmpcralurowa calk,l\\itc_j lllPC\ \\CJŚci<l\\Li od 111 parametr 

I 
[AJ IcHtnaJ 

le ma,. 
1 

L rh.ao1 

!.J\. \\\ \ 
I 

tease, 60° ~- '' ~. , , 'iKł'.1u 
~ ~ 

q11------1----1-,-.+~~~--+-+4: " 1.,,,0,us 
,_ I 

1-------+-+--+-+-iH---t+t----+-+----+1~_..1~00 ,MS 

"l'I 1 1---1-+-+-+-+-1H-t-+---+----jr-ttttv---1, ms 

10 

-~ 

45 60 BO I/CE {V} 

I~ -83/337,-32/04-I-2 j 

R\S. 1-2. Oh,1;11 h,·1p1cunc_j pran (SOAR). 1'r,1d '"lcl-.t"ra \\ luni-.c_j, 
11ari,c1C1 i-.lllci-.1ur-cm1tc1 lc=j(l <I) 

Ie 
[A] 
0,7 

0,6 

-
~ 
I~ 

13mA 80 135,131, 139 

~12mA ---
11mlt 
fOmA 

r/ ~ 9mlt 
lf/ ./ Bm A 

7 m' 

0,5 I "4 "/. ,.. tamb:25°[ 
i.--- 6mĄ 

~ 
, ~-----

Q4 
r 5mA ! 

-~ ,_.. ....----
0,3 

/ ,tmA I ,, 
0,2 

3ą,A 

o, 1 
2mA 

I~: fmA 
o o 

10 20 30 40 lla [v] 

!BN-83/3375-32/04-HI 

lh,. 1-4. Pr:1d i-.Plcl-.iura \I lu11kc_j1 napi<;cia 1-.Plcktur-cmitcr lc=f(l'ul

!8 paramclr 

Tablica 1-1. Wartości dopuszczalne 

Lp. Oznaczenie Na1wa Jednostka Wartości dopuszczalne 
parametru parametru 

BD 135 BD 137 BD 139 

I UCHO Napięcie kolektor-haza V 45 60 80 

2 uu.-o Napięcie kolektor-emiter V 45 60 80 

3 Uf.BO Napięcie emiter-baza V 5 

4 ' ( Prąd kolektora A I 

5 l B Prąd bazy mA 100 

6 1cM Maksymalny prąd kolektora A l.5 

7 P,or Całkowita moc wejścic1wa (stała luh 1amh ~ 25°c I w 
średnia) na wszystkich elektrodach 

~ 60°(' 6,5 I 
ca.li! 

8 t, Temperatura złącza oc 125 

9 1amh Temperatura otoczenia \\ czasie pracy oc od-40 do +100 

IO l_11g Temperatura pr 1.echowywania oc od -55 do +125 
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Uasat 

UBEt:5 
0,8 
0,1 

0,6 

0,5 

Ofl 

0,3 

0,2 

0,1 

Informacje dodatkowe do BN-83/3375-32/04 

hlJF...-----......,...,........,..,.-r--~-r--.-.~rn,--,-----,,---r-----, 
40 8D"1M ł!,7 "'39 t-t-ł-H--+---+-----l,-..,-+-+II +11+-1i-+----+---ltamb =25"'C 

'' • -- •--~~-~➔,~~~~ 
-..... 1---+-.,,,,,.----==-...-=:+-J-+-++++---t---1Uu=2V 

I I 11 
I I I I 

10 100 Ic[mA] 1000 

~N-83/'m5-32/0•H·51 

R,,. 1-5. Wspbłoynnik statyC/m \\1moc·nienia pnjdo,,eg<l ,1 funkcji prądu kolektora h211,=flfcl· C'u parametr 

som,m1:::. I 1111 I I I I IJ. 

~~ 
I ..r, I 

I ..-- t I 

,1...! d 

I 

I I 
I I 

;; ::10 
Tn ~1. =Jr,1 

l.łE ""'" 
I I 

10 100 IcfmA]fOOO 

!&N- 8l/331H2@-1-61 

le 
{mA] 

120 

40 

BD 135' 
BD 137 
BD 139 

VCE =2V 
f:amb=25'r 

I 
,/ 

l&H- 83/3'315- 32/0~-I-7\ 
R,,. 1-6. Napi,;cie na,yccnia " funkcji pqdu k, 1iekt"ra C<Lwt=,!(11 ). 

UHF,m=f(lcl Rys. l-7. Prąd kolektom w funkcji napi,cia haza-emiter lc=,!7U8F) 

Tablica 1-2. Dane charaktervstvczne 

()n1ac1,cnie Na7\\ a Jedno- Typ tran1:,. .... tora 
Lp. parametru parametru 

\Varunki pum1aru 
\t~a BD DS BD IJ7 BD IJ9 

111111 !) p ma, min typ ma, min typ ma, 

I 2 ·' 4 5 6 7 ~ 9 IO 11 I~ IJ 14 

I U,81/)('HO Napii;cic l mA. lr=o \ 45 Ml - 6() l00 w l]O 

pr ,cbic·ia ko-

lek tor-baza . 
2 U<llRlU0

1 
I Napi,·cic mA. Is=O \ 45 55 - 60 75 ,o 9() 

pr1chic·ia kn-

lek tor-cmikr 

3 U,llR>LHO Napi,uc 1(1 ,rA. lc=O V 5 X - 5 X 5 ~ -
przchicia 
emitc-r-ha,a 
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cd tabl. 1-2 

Oznaczenie Nazwa Jedno-
Typ tranzystora 

Lp. Warunki pomiaru 
parametru parametru stka BD 135 BD 137 BD D9 

I min typ max min typ max min typ max 

I 2 J 4 5 6 7 8 9 IO li 12 D 14 

4 1cso Prąd zero- V, [E=(J n.A 5 JO() - 5 100 - 5 lOO 
wy kolektora 

5 UCEsa/) Napięcie na- lc=500 mA, 18=50 mA V - 0,25 0,5 - 0,25 0,5 0,25 0,5 

sycenia ko-

lek tor-emiter 

6 URErn1') Napięcie na- lc=500 mA, 18-=50 mA V - - L2 - 1,2 1,2 

sycenta ba-
za-emiter 

7 hw:')') Statyczny lc=5 mA, Cl. 
V - 25 - 25 - - 25 -

ws pólczy n n i k 
rc=l50 mA, Un.=2 V - 40 - 250 40 160 40 -- 160 

wzmocnienia 
prądowego grupa 6 - 40 JO() 40 - l00 40 100 

grupa 10 - 60 - 160 60 - 160 60 160 

grupa )6 - 100 - 250 - - - -

lc=S00 mA, UCl:.=2 V - 25 - 25 - - 25 -

8 h21FI ') Stosunek sta- 150 mA, Uu,-=2 V u 1,6 - 1,3 l,6 - u 1,6 

h211:2 
tycznego 
wspólczyn-

nika prąd o-

wego dla 
dwóch tran-

zystorów 
tworzących 

parę 

9 fr Częstotliwość lc=50 mA, V, MHz 50 200 50 200 - 50 200 -

graniczna fp=50 MHz 

1
) Pnmi.n impulso\vy t ~ 300 µ..,, ó JC! .. ·(, 

1 } Tran,ystory BD 135. BD 137, BD 139 mogą być selekcjonowane na ZilmÓ\.\ ie nic ollbwrcy, 
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